
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

STT-‐MRAM	  Cell	  Reliability	  
Evalua3on	  under	  Process,	  Voltage	  
and	  Temperature	  (PVT)	  Varia3ons	  

	  E.	  I.	  Vãtãjelu,	  M.	  Indaco,	  P.	  Prine6o	  
Politecnico	  di	  Torino	  (Italy)	  

R.	  Rodrigues-‐Montañés,	  J.	  Figueras	  
Universistat	  Politècnica	  de	  Catalunya	  (Spain)	  

	  

	  

15/06/15	   1	  



Memories	  Today	  

15/06/15	   2	  

SRAM	   DRAM	   Flash	   STT RRAM 
Cell	  Size 120F2 4-‐6F2 4-‐5	  F2 4-‐6F2 4-‐6F2 
Read	  Access	  Time <1ns 20ns 25,000ns 10ns 10ns 
Write1	  Access	  Time <1ns 20ns 200,000ns 20ns 40ns 
Write0	  Access	  Time	   <1ns 20ns 200,000ns 40ns	   40ns	  
Endurance >1015	  

	  
>1015	  
	  

104	  
	  

>1015 1012 
Non-‐volaGlity NO	   NO	   YES	   YES YES 
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The	  orientaSon	  of	  the	  free	  layer:	  
• 	  	  determines	  the	  resistance	  of	  the	  material	  	  
• 	  	  can	  be	  changed	  by	  injecSng	  current.	  
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